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Abstract (en)
[origin: WO9115030A1] Selective etching of a conformal nitride layer overlying a conformal oxide layer and a subsequent etching of the oxide layer
provide for a staircase shaped sidewall spacer which is used to align source and drain regions during implantation. Extent of the implanted n-/n+
and/or p-/p+ regions within the substrate can be tightly controlled due to the tight dimensional tolerances obtained by the footprint of the spacer.
Further the source/drain profiles can be utilized with elevated polysilicon and elevated polysilicon having subsequent salicidation.

Abstract (fr)
On réalise une intercalation en forme d'escalier sur une paroi latérale de circuit intégré en corrodant de manière sélective une couche de nitrure
conforme recouvrant une couche d'oxyde conforme puis en corrodant la couche d'oxyde. Ladite intercalation est utilisée pour aligner les régions de
source et de drain lors de l'implantation. L'étendue des régions n-/n+ et/ou p-/p+ implantées dans le substrat peut être contrôlée avec précision en
raison des tolérances dimensionnelles étroites obtenues par l'empreinte de l'intercalation. On peut ensuite utiliser les profilés de source et de drain,
avec du polysilicium élevé et du polysilicium élevé subissant une salification postérieure.
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